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Der "dynamische ON-state Widerstand" ist ein state Widerstand
kritischer Aspekt von Galliumnitrid high electron
mobility Transistoren (GaN-HEMTs) in Leistungs-
elektronik-Anwendungen. Bei Anlegen einer
Spannung an den Transistor oder bei Semi-ON-
State-Szenarien mit hoher Leistung werden
Elektronen in Ladungstragerfallen im Inneren des
Bauelements eingefangen, was zu einer
verminderten Leistung im HF- und Schaltbetrieb
flhrt. Dieser Effekt dufert sich u. a. in einem
voriibergehenden Anstieg des Durchlasswider-
stands des Transistors, was sich in hoheren
Verlusten und einer hoheren Sperrschicht-
temperatur im Schaltbetrieb niederschlagt. Dieser
Effekt wird gemeinhin als "dynamischer ON-
Widerstand" oder ,Current Collapse" bezeichnet.
Trotz der Bemiihungen, die Auswirkungen dieses
Effekts zu verringern, ist er bei modernen
Bauelementen immer noch vorhanden. In dieser
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Arbeit sollen die GroRenordnung und die 100 V/ 0.5 Q GaN-HEMTs [1]
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